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Introducéao

A compreensdo das propriedades estruturais
e eletrbnicas de filmes finos é importante na area da
microeletrénica, Optica, na tecnologia de
semicondutores e em estudos de corrosdo’. A
crescente utilizacdo deste tipo de dispositivos em
tornando estes materiais mais baratos e de facil
obtencdo. Nesta perspectiva, os semicondutores do
tipo Il — IV, ou seja, compostos por um &tomo do
grupo Il (Pb, Cd, Zn, Hg) e outro do grupo IV (S, Se,
Te), tém sido utlizados na fabricacdo de
fotocondutores e até detectores de infravermelho®
Dentre os materiais do grupo IV, o selénio chama
atengdo por ser uma das matrizes semicondutoras
mais estudas na atualidade®.

A utilizacdo da Voltametria Ciclica (VC) em

conjunto com a Espectroscopia de Impedancia
Eletroquimica (EIE) pode ser utlizada na
caracterizacdo destes materiais, pois fornecem

informacdes com respeito & cinética e ao mecanismo
de reagbes eletroquimicas utilizando uma variedade
de técnicas e sistemas acoplados.

Neste trabalho, foram preparados filmes finos
para diferentes tempos de deposicdo, utilizando a
técnica de cronoamperometria. As resisténcias de
transferéncia de carga foram obtidas a partir de
medidas de espectroscopia de impedancia
eletroquimica. O objetivo é entender a organizagéo
dos atomos de Se em funcdo das propriedades de
resisténcia de transferéncia de carga para um filme
de selénio depositado em Au.

Resultados e Discussao

Os experimentos foram realizados em uma
célula eletroquimica padrdo com trés eletrodos, e de
compartimento Gnico. Uma placa de Pt (1cm?) foi
utilizada como eletrodo auxiliar, Ag/AgCI (sat.) | 3,0
mol L' foi utilizado como referéncia. O eletrodo de
trabalho foi um disco de Au (d = 2mm).

Os filmes de Se foram obtidos utilizando-se a
técnica de cronoamperometria e voltametrias ciclicas
foram realizados para determinar o potencial de
deposicao adequado em meio acido a partir de uma
solucdo contendo 0,1 mol L' de HCIO, + 1 x 10" mol
L™* de SeO,. O potencial escolhido para deposic&o do
filme corresponde adeposicao de Se macico (E4 =
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0,15 V). Variou-se o tempo de deposicdo (30, 60,
120, 300, 400, 600 s ) e as resisténcias de
transferéncia de carga dos filmes foram medidas em
meio de 0,1 mol L'* H,SO, + 1 mmol L™ de K,Fe(CN)s.
O potencial aplicado foi de 0,4 V, e a frequéncia
variou entre 40kHz — 100mHz.

Os resultados colhidos na Tabela 1 mostram
qgue foram obtidos filmes entre 1,5 e 3 monocamadas
de Se, levando-se em consideracdo que a carga
necessaria para deposi¢do de uma monocamada de
Se sobre Au policristalino é igual a 390 pC cm™

Os experimentos com EIE mostram que a
resisténcia de transferéncia de carga para o par redox
K4Fe(CN)¢/KsFe(CN)s varia de acordo com a
espessura do filme, provavelmente pela diferente
organizagdo do material em funcdo do tempo.

Tabela 1: Sintese dos resultados experimentais.

& 30s | 60s | 120s | 300s | 400s | 600s
Quantidadede | y 19 1 179 | 213 | 2,68 | 2.86 | 3,00
Monocamadas

| 581, | 698, | 830, | 1044, | 1114, | 1204,
Q (uCem™) 9 5 3 2 5
R (KW) 7,15 12'8 353 | 207 | 593 | 182

ty: tempo de deposicéo; Q: carga obtida e R,: resisténcia do filme

Conclusdes

Este estudo aponta para um avango
promissor no desenvolvimento de filmes finos
semicondutores. O tempo de deposicdo e as
condic¢Bes de trabalho séo fatores determinantes para
a qualidade do filme de Se depositado em substrato
de ouro.
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